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GaN系半導体は熱伝導率、絶縁破壊電界等が優れている点から発光デバイスや高周波パワーデ

バイスの用途として幅広く応用されている。現在商業的に供給されている GaN基板は主にハイド

ライド気相成長法(HVPE法)により作製されたものであるが、異種基板上に作製されたものは高い

転位密度を有することが課題となっている。本研究室では GaN 上に SiO2などの成長阻害膜をス

トライプ状に成膜し、選択横方向成長(ELO)を繰り返し行う多重 ELO によって転位密度を最小で

1.1×105 cm-2まで減らすことに成功している。しかし、マスクが軸方向から 1°傾くだけでファセッ

トが崩れ転位が減らないことが分かっており[1]、2回目以降の ELOの歩留まりが課題としてあげ

られる。そこで本研究では異なる 2 つの周期をもつストライプマスク(マルチストライプマスク)

を用いることで、従来の複数回にわたる多重 ELOの単一成長化を行ったので報告する。 

c面サファイア上に有機金属化合物気相成長法(MOVPE法)を用いて GaNを成長し、スパッタリ

ング法を用いて図 1に示すような SiO2マルチストライプマスクを a軸平行に成膜した。また、長

周期マスクの開口部を 4 分割した図 1 のマスク以外にも、開口部を 5 分割、7 分割したものも用

意した。その後、HVPE法により GaNの選択成長を行った。成長条件はファセット成長が促進さ

れやすい成長温度 1040°C、V/III比 60の条件を用いた。図 2に成長後の断面蛍光顕微鏡像を示す。

図 2 より、短周期マスクによる小三角ファセットを覆うように長周期マスクによる大三角ファセ

ットが形成されていることが分かる。図 3にマスク 1周期内における転位密度分布を示す。グラ

フより、従来の単一ストライプマスクよりも転位が分散されていることが分かる。これは多重 ELO

により転位の集中と分散が 2 回起こったためであると考えられる。転位の挙動や詳しい解析は当

日報告したい。 

 

 

 

 

 

 

 

図 1 マルチストライプマスクの一例   図 2 断面蛍光顕微鏡像           図 3 暗点密度分布 
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